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Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEIl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publlcatlon de base mcorporant Iamendement 1, et

Validilé de la présente publication

Le contpnu technique des publications de la CEl est
constanmiment revu par la CEIl afin qu'il reflete I'état
actuel de la technique.

Des remseignements relatifs a la date de reconfir-
mation |de la publication sont disponibles dans le
Catalogle de la CEI.

Les rengeignements relatifs a des questions a I'étude et
aux en cours entrepris par le comité technique
3tabli cette publication ainsi que la li

Catalogue en ligne)*
ulletin de la CEI

27: Symboles littéraux a
, la CEl 60417: Symboles

compildtionrdes feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symbofes gfaphiques pour schémas.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication

bpt under
that the

irmation of
e.

ation and
undertaken by technical
prepared this publication, as well
jcations issued, is to be found at the

IEC web site*

gtalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

IEC Bulletin
Available both at the IEC web site* ang
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vpcabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols gnd signs
approved by the IEC for general use, redders are
referred to publications |IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, \EC 60417: |Graphical
symbols for use on equipment. Index, suyvey and
compilation of the single sheets and IE¢ 60617:
Graphical symbols for diagrams.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

*

See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Dispositifs discrets

Partie 6: Thyristors

Section trois — Spécification particuliére cadre pour les thyristors triodes
bloqués en inverse, a température ambiante et de boitier spécifiée,
pour courants supérieurs a 100 A

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est isal} nond de rormalisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nay nationaux de la CEl). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pg S ¢ normalisatjon dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, Ia CEl, & s activités, publie|des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée a deg comités d'é 5. aux yravaux desquels|tout Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. g isati i rationales, gouvernementales et
non gouvernementales, en liaison avec la EI artici nent aux travaux. La CEl collabore
étroitement avec IOrgamsatlon i alisa 1SD), selon des conditionp fixées par

2) Les décnswns ou accords offlmels de aCEle oncernefes questions techniques, préparés par les

aceardsin ational sur les sujets examinés.
3) Ces décisions copstitue maR ons injernationales publiées sous forme de [normes, de

agréées com

R ag onale, les Comités nationaux de ia CEl s’engagent
a appliquer de fago e ; ute la mesure possible, les Normes internationalés de la CEl
dans l* ignale gianal@s. Toute divergence entre la norme de la CEl |et la norme

national®

La Norme/i 47-6-3 a été établie par le comité d’'études 47 gde la CEl:
o: &cification particuliére cadre pour les thyristors triodes bloqués en
i A tmpératiyre ambiante et de boitier spécifiée, pour courants supérieurs g 100 A.

Le texte de cetle norme est issu des documents suivants:

DS Rapportdevote

47(BC)1305 47(BC)1347

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a I'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le
numéro de spécification dans le Systéeme CEl d’assurance de la qualité des composants
électroniques (IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES
Discrete devices

Part 6: Thyristors

Section Three — Blank detail specification for reverse blocking
triode thyristors, ambient and case-rated,
for currents greater than TOU A

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide orgamz Non for dardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC Nataonal 4 i act of the IEQ is to

prdmote international cooperation on all questions concerping 3 ¥ he electrical] and
electronic fields. To this end and in addition to other activiti€s, the pUblishes\intethational Standards.
Their preparation is entrusted to technical committees); y 10R3 ommittee interested in

governmental and
in_ this preparation. The IEC

the subject dealt with may participate in this pre
nom-governmental organizations liaising with the [
collaborates closely with the Internatiq Z i
conditions determined by agreement betwe

2) Thé¢ formal decisions or agreements of the JEC on technical Watters;pfepared by technical committees on
whijch all the National Committees having/a special interes ein are represented, express, as nearly as

3) They have the form of re¢gém z i : @ published in the form of standards, technical
regorts or guides and they s : i ‘ mittees in that sense.

4) In ¢rder to promote infernatigna ifi S ational Committees undertake to apply IEC Interndtional
Stgndards transpare e maxi exten possible in their national and regional standardg. Any
diviergence be en the g d the.cosfesponding national or regional standard shall be glearly
indicated in the er

Interpational S has been prepared by IEC technical committe¢ 47:
Semiconductar devi

This B il specification for reverse blocking triode thyristors, ampient
and dase-rate ts greater than 100 A.
The text ofthi ard is based on the following documents
DS Reporron voting
47(C0)1305 47(C0O)1347

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification
number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

Other IEC publications quoted in this standard:
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Autres publications de la CEl citées dans la présente norme:

Publications n°° 68-2-17: 1978, Essais d'environnement — Deuxiéme partie: Essais - Essai Q: Etanchéité
Amendement n° 4 (1891)

191-2: 1966, Normalisation mécanique des dispositifs & semiconducteurs -~ Deuxiéme
partie: Dimensions (en révision)

747-6: 1983, Dispositifs a semiconducteurs — Dispositifs discrets et circuits intégrés -
Sixiéme partie: Thyristors
Amendement n° 1 (1991)

747-10: 1991, Dispositifs & semiconducteurs — Dispositifs discrets et circuits intégrés -

Dixiéme partie: Spécification générique pour les dispositifs discrets et les

circuits intégrés

747-11: 1985, Dispositifs a semiconducteurs - Dispositji
Onziéme partie: Spécification intermédiaire\p
Amendement n® 1 (1991)

':te intégrés -
liscrets

749: 1984, Dispositifs & semiconducteurs — Essais m
Amendement n°® 1 (1991)

Q@

scaniqe climiatiquis
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Other IEC publications quoted in this standard:

Publications Nos. 68-2-17: 1978, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Q: Sealing
Amendment No. 4 (1991)

191-2: 1966, Machanical standardization of semiconductor devices — Part 2: Dimensions
(under revision)

747-6: 1983, Semiconductor devices — Discrete devices and integrated circuits - Part 6:
Thyristors

Amendment No. 1 (1991)

40 . oe - Di . . o rire t10:

Sectional specification for discrete devices
Amendment No. 1 (1991)

749: 1984, Semiconductor devices — Mechanical ano
Amendment No. 1 (1991)

Q@
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Dispositifs discrets

Partie 6: Thyristors

Section trois — Spécification particuliére cadre pour les thyristors triodes
bloqués en inverse, a température ambiante et de boitier spécifiée,
pour courants supérieurs a 100 A

INTRODUCTION

es i:nctionne

eme est de
définir les procédures d’assurance de la qualité de tell« fa mposants
¢lectroniques livrés par un pays participant comme gts pxigences
dune spécmcatlon apphcable soient également acceptables™qs tres pays

Cette spécification particuliére cadre fait partie d’une _sé«j ifications pdrticuliéres
e étre utilisée| avec les

CEl 747-10/QC 700000: Dispos fs z [ Dispositifs discrets (et circuits
intégrés — Dixieme partie: Spégifi Yeri les dispositifs discretd et les cir-
cuits intégrés

et circuits
lntégrés - Onziém ~Spéci 2 rets

Renseignheme

Les nom spondent
aux indication ffet.
Identificatio
a spécifi-
CQ de la spécification particuliére.
[3] Numérog de référence et d’édition des spécifications générique et intermégiaire.

[4] Numéro national de la spécification particuliére, date d’édition et toute autre infor-
mation requise par le systéme national.

Identification du composant
[5] Type de composant.

[6] Renseignements sur la construction et les applications type. Si un dispositif peut
avoir plusieurs applications, cela doit étre indiqué dans la spécification particuliére.
Les caractéristiques, les limites et les exigences de contréle relatives a ces applications
doivent étre respectées.

Pour les dispositifs sensibles aux charges électrostatiques, ou contenant des matériaux
instables, par exemple de l'oxyde de béryllium, les précautions & observer doivent étre
ajoutées dans la spécification particuliére.
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SEMICONDUCTOR DEVICES
Discrete devices

Part 6: Thyristors

Section Three - Blank detail specification for reverse blocking
triode thyristors, ambient and case-rated,
for currents greater than 100 A

INTRODUCTION

This
condd

IEC 747-10/QC 700000: Semicé te j j ated
circuits — Part 10: Generic specificati : V] i

IEC 747-11/QC 750100: ] ated

s"and the following pages correspond to the fol-
ith should be entered in the spaces provided.

Natiopal Standards Organization under whose authority the detail

ber of the detail specification.
and issue numbers of the generic and sectional specifications.

[4]_Thé national number of the detail specification, date of issue and any fupther
information required by the national system.

Identification of the component
[5] Type of component.

[6] Information on typical construction and applications. If a device is designed to satisty
several applications, this should be stated in the detail specification. Characteristics,
limits and inspection requirements for these applications shali be met.

If a device is electrostatic sensitive, or contains hazardous material, e.g. beryllium
oxide, a caution statement should be added in the detail specification.
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[7] Dessin d’encombrement et/ou référence aux normes correspondantes pour les
encombrements.

[8] Catégorie d’assurance de la qualité.

[9] Données de référence sur les propriétés les plué importantes pour permettre la
comparaison des types de composants entre eux.

e
i

[Dans toute cette norme, les textes indiqués entre crochets sont destinés a guider le
rédacteur de la spécification; ils ne doivent pas figurer dans la spécification particuliere.]

[Dans toute cette norme, lorsqu’une caractéristique ou une valeur limite s’applique, «x»
signifie qu’une valeur est & introduire dans la spécification particuliére.]
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[7] Outline drawing and/or reference to the relevant standard for outlines.

[8] Category of assessed quality.

[9] Reference data on the most important properties to permit comparison between
component types.

‘&@
&

[Throughout this standard, the texts given in square brackets are intended for guidance to
the specification writer and should not be included in the detail specification.]

[Throughout this standard, when a characteristic or rating applies, "x" denotes that a value
shall be inserted in the detail specification.]
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[Nom (adresse) de 'ONH responsable [1] [N° de la spécification particuliére [2]
(et éventuellement de I'organisme auprés IECQ, plus n° d’édition et/ou date.]
duquel la spécification peut étre obtenue).] QC 750113-XXX
COMPOSANT ELECTRONIQUE DE QUALITE [3] [Numéro national de la spécification particuliére.] [4]

CONTROLEE CONFORMEMENT A:

Spécification générique: Publication 747-16/QC 700000
Spécification intermédiaire: Publication 747-11/QC 750100
[et références nationales si elles sont différentes.]

[Cette case n’a pas besoin d’étre utilisée si le
numéro national est identique au numéro |IECQ.}

N

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR:
[Numéro(s) de type du ou des dispositifs.]
Refnseignements a donner dans les commandes: voir l'article

(sl

7 de cette n e.

1 [Description mécanique

s

Références d’encombrement: [
CE| 191-2... [obligatoire si disponible] et/
[s'i| n’existe pas de dessin CEl.]

Degsin d’encombrement
{pe

es bloqués en |nverse 3 ]
gifiée,

ncapsulation: [boitier avec ou sans cdvité.]
Application(s): voir article 5 de cette ngrme.

Attention: Observer les précautions d'usage pour la
manipulation des DISPOSITIFS SENSIBLES AUX
CHARGES ELECTROSTATIQUES [s'il |y a lieu]

/dj7
[Dessin indi 3 borrey, y compris

3 Catégories d’assurance de [la qualite

les

[Lal spécification particuliére doit indiquer les

Marquage:[lettre chiffres, ou code de couleurs]
inf{rmations a marquer sur le dispositif.]

[a choisir dans 2.6 de la spécification 8}
générique]
Données de référence [9]

[Voir 2.5 de la spécification générique et/ou Particle 6
de cette norme.] '

[Indication de la polarité, si I'on utilise une méthode
spéciale.)

Se reporter a la Liste des Produits Homologués en vigueur pour connaitre les fabricants dont les composants
conformes a cette spécification particuliére sont homologués.
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[Name (address) of responsible NAl
(and possibly of body from which specification
is available).]

(1l

[Number of IECQ detail specification
plus issue number and/or date.]
QC 750113-XXX

(2]

ELECTRONIC COMPONENT OF ASSESSED
QUALITY IN ACCORDANCE WITH:

Generic specification: Publication 747-10/QC 700000
Sectional specification: Publication 747-11/QC 750100
[and national references if different.]

(3]

[National number of detail specification.]
[This box need not be used if the National
number repeats IECQ number.]

(4]

DETAIL SRECIFICATION FOR:
[Type number(s) of the relevant device(s).]
Ordering infformation: see clause 7 of this standard.

NERNEE

N

(8]

1 Mechanical description

Outline refprences:
IEC 191-2.|. [mandatory if available] and/or
national [if|there is no IEC outline.]

Qutline drjwing
[may be trgnsferred to or given wit
clause 10 ¢f this standard.]

Terminal iqentification
{drawing showing pin ass
graphical gymbols.}

Marking: [Iptters-and figu or colour code.]
[The detail| spécification shall prescribe the information
to be marked\on the device, if any.]

7]

2 St ssirotion\
-

utién: Observe precautions for handling
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES
it applicable]

(6]

3 Categories of assessed quality

[from 2.6 of the generic specification.]

(8]

Reference data

[See 2.5 of the generic specification and/or clause 6
of this standard.]
[Polarity indication, if a special method is used.]

[0l

information about manufacturers who have components qualified to this detail specification is available in the

current Qualified Products List.
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4 Valeurs limites (systémes des valeurs limites absolues)

Ces valeurs s’appliquent dans la gamme des températures de fonctionnement, sauf
spécification contraire.

[Répéter uniquement les numéros et titres des paragraphes utilisés. Mettre les valeurs
limites supplémentaires éventuelles & 'endroit voulu, mais sans numéro de paragraphe.]

[Les courbes doivent de préférence figurer a l'article 10 de cette norme.]

_ Valeur
Paragraphe Valeurs limites Symbefe -
min, max.
. o A\
4.1 Température ambiante ou de boitier T, /Tcase< % X
4.2 Températures de stockage X X
4.3 S'il y a lieu, température virtuelle (équivalente) W X
de jonction
X
X
X
X
X
X
X
X
I'état passant & la température T_,_ I+ (avy X
igure 1)
, courant de pointe répétitif a I'état passant Irpm X
a lieu, courant continu a I'état passant o X
ourant de surcharge accidentelle a I'état passant lrsm X
[On doit indiquer si une tension inverse a été appliquée
ou non]
455 Vitesse critique de croissance du courant & I'état passant | (dip/d1) X
456 Pour les dispositifs & température de boitier spécifiée 12t
seulement, valeur de /2t
Valeur maximale, forme d'onde sinusoidale, durée = 10 ms
(50 Hz) ou 8,3 ms {60 Hz):
a) sans application consécutive de la tension inverse, 12, X
pour une température initiale de jonction T(vi) =25°C
b) avec application consécutive de la tension inverse, 12, X
Vawnm Max. pour une température initiale de jonction
Ty = 25°C
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4 Limiting values (absolute maximum rating system)

These values apply over the operating temperature range unless otherwise specified.

[Repeat only subclause numbers used, with title. Any additional values should be given at

the appropriate place, but without subclause number(s).]

[Curves should preferably be given under clause 10 of this standard.]

— Value
Subclapise Limiting values Symbol ( - 4'
min. mgx.
. N

4.1 Ambient or case temperatures Tt Te X
4.2 Storage temperatures T. g X \/n
4.3 Virtual junction temperature, if required TM) N X
4.4 Voltages: [Any condition such as time, frequency, X

temperature, mounting method, etc. shall be stajed]
4.41 Repetitive peak reverse voltage M X
4.42 > M X
4.43 Vasm b
4.44 Vosm 5
4.45 Vawm X
4.46 Yowm b
4.47 Vao X
ads Yoo 7
4.5 anditign suchas time, frequency,

{ nethod, etc. shall be stated]

4.9.1 It (av) )
4.9 Q Lam
4.4.3 It )
4.8.4 Surge on-state current Itsm

[A statement as to whether or not a reverse voltage is

applied should be included]
455 Critical rate of rise of on-state current (di/dY), X
456 For case-rated devices only, /2t value 12t

Maximum value, sinusoidal waveform, for 10 ms (50 Hz)

or 8,3 ms (60 Hz):

a) without reapplication of the reverse voltage, initial 12t X

junction temperature T ., = 25 °C
b) with reapplication of the reverse voltage, Vp,, Max 12t X

initial junction temperature TM) =25°C

WM N
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I Valeur
Paragraphe Valeurs limites Symbole -
min. max.
4.6 Valeurs limites de gachette: [Toute condition telle que
temps, fréquence, température, méthode de montage, etc.
doit étre spécifiée]
4.6.1 S'il y a lieu, tension directe de pointe de gachette. Veams X
Anode positive par rapport a la cathode
46.2 S'il y a lieu, tension directe de pointe de gachette. Veamz X
Anode négative par rapport a la cathode
463 Tension inverse de pointe de gachette Vec X
464 Courant direct de pointe de gachette ea X
4.6.5 Puissance de pointe de gachette Q\/ X
4.6.6 Puissance moyenne de gachette Pa AV) X
4.7 Valeurs limites mécaniques
Couple au montage (s'il y a lieu) X
Force au montage (s'il y a lieu)

(\ [\ Point de cassure

Tamb/ Tcase
Tcassure ramb'l case (max.)

CEI 1220193

Figure 1 — Courbe de réduction pour un thyristor
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o Value
Subclause Limiting values Symbol
min. max.
4.6 Gate rating: [Any condition such as time, frequency,
temperature, mounting method, etc. shall be stated]
4.6.1 Peak forward gate voltage, where appropriate. Veamn X
Anode positive with respect to cathode
4.6.1 Peak forward gate voltage, where applicable. Veamz X
Anode negative with respect to cathode
46.3 Peak reverse gate voltage Vaem (\ X
46.4 Peak forward gate current leam X
46.5 Peak gate power P X
4.6 Mean gate power S \\/\/x
417 Mechanical ratings <
Mounting torque (if applicable) /\ X
Mounting force (if applicable) \)/\ L X X
[ A
<\ (\ Break point
h(avy -
[
1
I
1
1
[
1
!
]
1
1
1
k | Tamb/Tcase
\/ i >
Tbreak Tamb'lrcase (max.) IEC 1222193

Figure 1 — Current derating curve for a thyristor
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5 Caractéristiques électriques
Voir I'article 8 de cette norme pour les exigences de contréle.

[Répéter uniquement les numéros et titres des paragraphes utilisés. Mettre les caractéris-
tiques supplémentaires éventuelles a 'endroit voulu, mais sans numéro de paragraphe.]

[Lorsque plusieurs dispositifs sont couverts par la méme spécification particuliére, il
convient d'indiquer les valeurs correspondantes sur des lignes successives, en évitant de
répéter les valeurs identiques.]

[Les courbes doivent de préférence figurer a I'article 10 de cette norme.
Caractéristiques et conditions V\al
aT,  ouT, =25°C s | g c
paragraphe sauf spécification contraire (voir l'article 4 yPRRE \ ssayé
de la spécification générique) Xm \ Ax.
5.1 Tension a I'état passant: Valeur maximale pour N\\; X A2b
un courant de pointe égal & = fois la valeur Jifni
du courant moyen a I'état passant IT(AV)
5.2 Courant inverse: Valeur maximale d
inverse de pointe répétitif gou \
la tension inverse de pointe rép o -
5.2.1 AT, o/ Tease = 25°C RAM1 X A2b
5.2.2 T, o Tease (Max.) laamz X C2b
53 X A2b
5.3.1 Ioam1 X A2b
6§.3.2 lorM2 X C2b
54 Iy X X C2a
5.5 I X C2a
6 lat X A3
5.7 sion d'amorgage par la gachette: Valeur Var X A3
maximale
5.8 Tension de non-amorgage par la gachette: Valeur Vao X A4
minimale
59 Vitesse critique de croissance de la tension a (dVy/dy), X Ad
I'état bloqué (s'il y a lieu): Valeur minimale dans
des conditions spécifiées
5.10 Temps de désamorgage par commutation du 4 X C2c
circuit (pour les types & commutation rapide
seulement): Valeur maximale dans des conditions
spécifiées
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5 Electrical characteristics
See clause 8 of this standard for inspection requirements.

[Repeat only subclause numbers used, with title. Any additional characteristics should be
given at the appropriate place but without subclause number.]

[When several devices are defined in the same detail specification, the relevant values
should be given on successive lines, avoiding repeating identical values.]

[Curves should preferably be given under clause 10 of this standard.] /\(\
o
Characteristics and conditions _\a}s{\\
atT, orT . =25°C \F%/
. . Symbol ted
unless otherwise specified
(see clause 4 of the generic specification) . mi ma

5.1 On-state voltage: Maximum value at the peak 67}\\ \> A2b
current corresponding to n times the rated
maximum mean on-state current IT(AV) z/\/

Subciduse

5.2 Reverse current: Maximum value of the repétit ;>

peak reverse current at rated regetitive p
reverse voltage Vg :
laams X A2b
AM2 X C2b

521 at7, /T =25°C

amb’ case

5.212 at 7, T . (Max.)
X A2b
IoRM1 X A2b
oMz X C2b
Iy X X C2a
IL X C2a
Iat X A3
5.7 er voltage: Maximum value Var X A3
5.8 Gate non-trigger voltage: Minimum value Vao X A4
5.9 Critical rate of rise of off-state voltage (where (dVp/di),, X A4
appropriate): Minimum value under specified
conditions
5.10 Circuit commutated turn-off time (for fast- t X C2c

switching type only): Maximum value under
specified conditions
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Caractéristiques et conditions val
o A aT, ouT, =25°C X aleur )
ra
aragraphe sauf spécification contraire (voir I'articie 4 Symbole . Essay
de la spécification générique) min. max.
5.1 Dissipation de puissance totale: Courbe de la Piot X
dissipation de puissance totale maximale en
fonction du courant moyen a I'état passant et
de I'angle de conduction
5.12 Résistance thermique (si TM) est spécifié en 4.3): Ry X cad
Jonction-ambiante ou jonction-boitier valeur ou
maximale Risc /\(\
5.13 Temps d’amorgage par la gachette: Valeur maximale tgt
dans les conditions spécifiées Q\/
5.14 Charge recouvrée: Valeur maximale ou valeurs
maximale et minimale dans les conditions (note
spécifiées \
5.15 Courant de pointe de recouvrement inverse (si < x X
approprié): Valeur maximale dans les conditi
spécifiées
5.16 Temps de recouvrement inverse (si(appr 4 » X
Valeur maximale dans{és\-Qndi ion% spécifieds
NOTE 1 - Si approprié.
6 Marquage
[Préciser ici to (article 1)
et/ou de 2,5 de
7les renseignements suivants constituent le minimum néces-

gnde d’un dispositif donné:

- catégorie d’assurance de la qualité définie en 3.7 de la spécification inf
s re—s6 te-sétection-défini 3-6-d | ; coif

- toute autre particularité.]

8 Conditions d’essai et exigences de contréle

et/ou date

ermédiaire
cation;

[Elles figurent dans les tableaux suivants, ou il convient de spécifier les valeurs et les
conditions d’essai exactes a utiliser pour un modéle donné, conformément aux essais

correspondants indiqués dans la publication applicable.]

[Le choix entre les méthodes d’essais ou les variantes doit étre fait lors de la rédaction de

la spécification particuliére.]
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Characteristics and conditions Val
atT,  orT,, =25°C alue
Subclause . i Symbol Tested
unless otherwise specified .
(see clause 4 of the generic specification) min. max.
5.11 Total power dissipation: The maximum total power Pt X
dissipation graph as a function of the mean on-
state current and conduction angle
5.12 Thermal resistance (if TM.) is specified in 4.3): By ia X cad
Junction-to-ambient or junction-to-case maximum or
value Rinsc (\
518 Gate controlled turn-on time: Maximum value under Lt
specified conditions
5.4 Recovered charge: Maximum value or maximum Q X \/
and minimum values under specified conditions (n
5.5 Peak reverse recovery current (where appropriate): Qx
Maximum vajue under specified conditions /\
5.6 Reverse recovery time (where appropriate) t X
Maximum value under specifwiti s )

NOJTE 1 - Where appropriate.

6 Marking

[Any particular infor

generjic specificition S

7 Oindering inforp

[The
wise ¢

— any other particulars.]

8 Test conditions and inspection requirements

in box [7] (clause 1) and/or 2.5 of the

[These are given in the following tables, where the values and exact test conditions to be
used shall be specified as required for a given type, and as required by the relevant test in
the relevant publication.]

[The choice between alternative tests or test methods shall be made when a detail
specification is written.}]
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[Lorsque plusieurs dispositifs sont couverts par la méme spécification particuliére, il
convient d’indiquer les conditions et/ou les valeurs correspondantes sur des lignes
successives, en évitant autant que possible de répéter les conditions et/ou les valeurs
identiques.] '

Sauf indication contraire, les numéros de paragraphe donnés en référence dans cet article
renvoient & la spécification générique; les méthodes d’essai sont indiquées & I'article 4 de
la spécification intermédiaire.

[Les essais du groupe A doivent étre effectués sur tous les dispositifs. Les essais du
groupe B doivent étre effectués lot par lot, avec un prélévement et NQT = 30.

=50

GROUPE A
Contréles lot par lot

Aucun essai n'est destructif (3.6.6)

Conditions &7, o Limites dgs exigences

Examen ou essai Symbole |Référence saut'sp {ficatign L. ,. de cpntréle
(voir'l'article 4 dg’i .
hgénér de) min. max.
Sous-groupe A1 & e 0
Examen visuel externe 4.2.1\1

Sous-groupe A2a /

Inopérantes Polarité|inversée,
Q ou Vyyp 10 LSS

< e

s Inru¢>|100 LSS

[sauf spBcification

\(\
S e x

<> Q conlraire]
Sous-group
Tension de\pointe >
Tnrm1 T-102 Voir article 5 X
. oM T-103 X
I’état.blorjué répétitif
Sous-groupe A3
Courant d’'amorgage par lat T-109 X
la gachette Voir article 5
Tension d’amorgage par Var T-109 X
la gachette
Sous-groupe A4
Vitesse critique de crois- | (dvp/dt)er T-112 X
sance de la tension a
I’état bloqué, s'il y a lieu Voir article 5
Tension de non-amor- Vap T-110 X
gage par la gachette
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-{When several devices are included in the same detail specification, the relevant
conditions and/or values shall be given on successive lines, where possible avoiding
repetition of identical conditions and/or values.]

In this clause, reference to clause numbers are made with respect to the generic speci-
fication unless otherwise stated and test methods are quoted from clause 4 of the

sectional specification.

[Group A inspection and tests shall be performed on all devices. Group B inspection and
tests shall be performed on a lot-by-lot basis, sampling of an LTPD = 30.

Grouj

All tes}s are non-destructive (3.6.6)

GROUP A
Lot-by-lot

Ingpection or test Symbol

Reference

Conditions at T, 5

unless otherwise specifi
(see clause 4 of the ge
spegifigation)

\(> Inspection
quirement linits

min. max.

Sub-group A1
Exterpal visual examination

NI

Sub-group A2a
Inopgratives

D

Inverted polarjty
or Vo> 10 USL
or

Inams> 100 USL
[unless otherw]se
specified]

\
%
ﬁam

&
&

|
|

T-102 See clause 5§ g
DRM1 T-103 )
Sub-grotip’ A3
Gate trigger current lst T-109 X
See clause §
Gate trigger voltage Var T-109 X
Sub-group A4
Critical rate of rise of (dvp/dtier | T-112 X
off-state voltage, where
applicable See clause §
Gate non-trigger voltage Vap T-110 X
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GROUPE B
Contréles lot par lot
(dans le cas de la catégorie 1, voir 2.6 de la spécification générique)

LIS limite inférieure de la spécification

LSS = limite supérieure de la spécification } du groupe A

Seuls les essais marqués (D) sont destructifs (3.6.6)

Conditionsa T ou T . =25°C ||imites des exigences
Examen ou essai Symbole [ Référence sauf spécification contraire de contréle
(voir lI'article 4 de la spécification .
générique) min. max.
Sous-groupe B1
Dimensions ‘ 422 [Voir article 1
annexe B A (\ de. celte norme]
Sous-groupe B3
Robustesse des sorties
Si applicable:
- Pliage (D) 7419'2“' Force = [voi Pas de fétérioration
et/ou ’
- Couple (D) 749, 11,
. 1.4 m
Sous-groupe B4 \ " Q
Soudabilité 749, 11 [Commelspeésifie; de soudure Etamgge correct
s’ily alieu 2. de'\préférance]
Sous-groupe B5
Variations rapides de
température:
a) Boitiers a cavité
1 cles
de: ( ‘
Comme en A2b et A3
x A spécifier
8-2-17, A spécifier
> essai Qc
749, lll, 10 cycles
1.1
747-10
4.2.1.1
4, Essai continu de 749, Sévérité a spécifier
chaleur humide I, 8C 24h
- Essais électriques Voir A2b et A3| Comme en A2b et A3
Sous-groupe B8
Endurance électrique 747-6, V Fonctionnement en blocage par
(168 h) tension alternative ou fonctionne-
ment électrique a haute température
[IT(AV) =80 % a 100 % de /T(AV) max.]
avec les measures finales:
- tension de pointe a Vim Comme en A2b 1,1 LSS
I'état passant
- courant inverse de Iarm1 Comme en A2b 2LSS
pointe répétitif
- courant de pointe a loam1 Comme en A2b 2 LSS
I'état bloqué répétitif
Sous-groupe RCLA Informations par attributs pour B3, B4, BS et BS.
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GROUP B
Lot-by-lot

(in the case of category 1, see 2.6 of the generic specification)

} from group A

Only tests marked (D) are destructive (3.6.6)

Conditionsat T,  or T . =25°C

unless otherwise specified

Inspection
requirement limits

Inspection or test Symbol Reference -
(see clause 4 of the generic . ax
S5 Eﬁe&tiv..} min. max.
Sub-gfroup B1
Dimensions 422 clause 1 of
Appendix B /\ his\standardl]
Sub-gfoup B3
Robusiness of terminations
Wherq applicable:
- Bepding (D) 7419,2“, Force = [see 7491, 1. Non damagp
and/¢r '
- Torque (D) 749, I, Q
1.4 £\ A
Sub-group B4 Q
Soldetgability, 749, [As_specified;(stlderbath preferred] -
where|applicable 21 \ Good wetting
Sub-gtoup B5
Rapid|change of
temperature:
a) Cavity packages
Ragid change of 0 cycle

temperature followed by:

-~ Blectrical test:
— Sealing, fine
tection <

A

> in A2b and A3
o be specified

To be specified

sealed cavi

Rapgid 749, 1, 10 cycles

perature, fo 1.1

-~ Hxternal‘visu 747-10

xamination 4211
~ Damp’heat, steady 749, Severity to be specified
state 1T, 5C 24h

~ Electrical tests See A2b and A3 | As in A2b and A3
Sub-group B8
Electrical endurance 747-6, V High-temperature a.c. blocking or

(168 h)

with final measurements:
- peak on-state voltage

- repetitive peak reverse
current

- repetitive peak off-
state current

VT M

IRRM1

IDRM1

operating life [IT( AV) = 80 % to 100 %

of IT( AV) max.}

B

As in A2b
As in A2b

As in A2b

1,1 USL
2 USL

2 USL

Sub-group CRRL

Attributes information for B3, B4, BS and BS8.
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ROUPE C

Contréles périodiques

} du groupe A

Seuls les essais marqués (D) sont destructifs (3.6.6)

747-6-3 © CEL:1993

Conditionsa T, ou T . =25°C | Limites des exigences
Examen ou essai Symbole |Référence §auf spécification cont.r.aire. de contréle
(voir I'article 4 de la spécification .
générique) min. max.
—Seus-greupe—G+ .
Dimensions 4.2.2 Voir.afticle 1 de
annexe B aN ettel norme)
Sous-groupe C2a
Courant de maintien Iy T-107 X X
Courant d'accrochage I T-108 Voir article X
Sous-groupe C2b
Courant inverse de larm2 T-102 X
pointe répétitif
Courant de pointe & loamz T-103 X
I'état bloqué répétitif a
Sous-groupe C2c v
Courant de surcharge Irsm -104 X
accidentelle a I’état
passant: Q
avec las mesures fin@
~ tension de pointe a Cpomme en A2b LSS
I'état passant >
— courant ifiverse de Comme en A2b LSS
pointe répétitif
- courant de pbi Comme en A2b LSS
T-114 Voir article 5 X
A}
Sous-graupe C.
Résistance thegmique Ry, X
(8'ly a lieu)
Sous-groupe C4
Résistance a la chaleur
de soudage (D) 749, 11, [Comme spécifié}
2.2
avec les mesures finales:
- tension de pointe a Vim Comme en A2b LSS
I'état passant
~ courant inverse de larm1 Comme en A2b LSS
pointe répaétitif
- courant de pointe & loami Comme en A2b LSS
I"état bloqué répétitif

(suite & la page 26)
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LSL
usL

lower specification
upper specification

limit
limit

925 _

GROUP C

} from group A

Only tests marked (D) are destructive (3.6.6)

Periodic

T

Conditionsat T, or 7, =25°C

unless otherwise specified

Inspection
requirement limits

Inspection or test Symbol | Reference X
(see clause 4 of the generic .
specification) min. max.
Sub-iroup C7
Dimensions 422 [See clause -1 |of
Appendix B R (this sta ard]
Sub-group C2a
Holding current M T-107 \/x
See clause 5
Latchjng current [} T-108 3 X
9 L /\ AN
Sub-group C2b See clau \)
Repelitive peak reverse laame T-102 X
current T
Repetlitive peak off- Iorm2 T-103 m X
state ]current /\
Sub-group C2¢ v
Surg€ on-state lrsm T-10 X
current %
with final measurements: (\
- peak on-state voltage [ Vi in A2 ugL
- rep etitive pea ecse > lnams }ln A2b ugt
cuffrent
- reietitive peak off: [oRM As in A2b ugL
state current
Circuit commu 4 114 See clause § X
turn-gff ti
[for fdst-swi
only]
Sub-group 02}\>
Thermal resistance Ry, X
(if applicable)
Sub-group C4
Resistance to soldering
heat (D) 749, 11, [As specified]
2.2
with final measurements:
- peak on-state voltage Vi As in A2b USL
- repetitive peak reverse| gpu, As in A2b ustL
current
- repetitive peak off- IorM1 As in A2b uUsL
state current

(continued on page 27)
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